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Bezeichnung OPTOELEKTRONISCHES

OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS

FIG 1

Ry

BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES

(57) Abstract: Disclosed is an optoelectronic component
(1) which has a housing (2), the housing (2) having at least
one recess (3A). The component also has at least one first
semiconductor chip (4A), the first semiconductor chip
(4A) being arranged in the first recess (3A), the first recess
(3A) being designed as a reflector in order to reflect the
radiation produced during operation of the first
semiconductor chip (4A). The retlector has a surtace, the
surface being designed for deliberately adjusting an
emission characteristic (6) of the radiation emitted by the
first semiconductor chip (4A) during operation. Further
disclosed is a method for producing an optoelectronic
component (1).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches
Bauelement (1) angegeben, das ein Gehduse (2) aufweist,
wobei das Geh&use (2) wenigstens eine erste Ausnehmung
(3A) aufweist. Das Bauelement weist ferner wenigstens
einen ersten Halbleiterchip (4A) auf, wobei der erste
Halbleiterchip (4A) in der ersten Ausnehmung (3A)
angeordnet ist, wobei die erste Ausnehmung (3A) als
Reflektor ausgebildet ist zur Reflexion der im Betrieb des

ersten Halbleiterchips (4A) erzeugten Strahlung. Der Reflektorweist eine Obertldche, wobei die Oberflache zur gezielten Einstellung
einer Abstrahlcharakteristik (6) der vom ersten Halbleiterchip (4A) im Betrieb abgestrahlten Strahlung ausgebildet ist. Ferner wird
ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements (1) angegeben.
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zur Herstellung

eines optoelektronischen Bauelements

Es wird ein optoelektronisches Bauelement angegeben. Darlber
hinaus wird ein Verfahren zur Herstellung eines

optoelektronischen Bauelements angegeben.

Es ist eine zu losende Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ein
optoelektronisches Bauelement anzugeben, das besonders
effizient und kostengiinstig ist. Ferner ist es eine zu
l6sende Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ein Verfahren zur
Herstellung eines besonders effizienten und kostenglinstigen

optoelektronischen Bauelements abzugeben.

Diese Aufgabe wird durch das optoelektronische Bauelement mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch das Verfahren mit den

Merkmalen der Anspriche 11 und 13 gelést.

Gemal einem Aspekt weist das Bauelement wenigstens einen
ersten Halbleiterchip auf. Das BRauelement kann einen zweiten,
dritten, vierten oder noch weitere Halbleiterchips aufweisen.
Bei dem ersten Halbleiterchip handelt es sich vorzugsweise um
einen auf einem III-V-Halbleitermaterial basierenden
Halbleiterchip. Der erste Halbleiterchip ist zur Abstrahlung
elektromagnetischer Strahlung geeignet. Der erste
Halbleiterchip strahlt beispielsweise Licht ab. Der erste
Halbleiterchip kann aber auch ultraviolette (UV) oder
infrarote (IR) Strahlung abstrahlen. Der erste Halbleiterchip

ist vorzugsweise ein LED Chip.
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Der erste Halbleiterchip kann ein Hochleistungs-
Halbleiterchip sein. Das heillt, der erste Halbleiterchip kann
eine Leistungsaufnahme von wenigstens 1W, insbesondere
wenigstens 3W aufweisen. Der erste Halbleiterchip kann zur
direkten Beleuchtung ausgestaltet sein. Beispielsweise kann
der erste Halbleiterchip als Licht emittierender Chip flr die
Blitzfunktion einer Kamera eingesetzt werden. Der
Halbleiterchip kann auch besonders gut zur Hinterleuchtung
von Displays bei schlechten Lichtverhaltnissen eingesetzt
werden. Der erste Halbleiterchip kann auch IR Strahlung fir
die Blitzfunktion eines Handys oder als Emitter flir einen

Entfernungssensor abstrahlen.

Alternativ kann der erste Halbleiterchip ein
niederenergetischer Halbleiterchip sein. Auch in diesem Fall
kann der Halbleiterchip als IR Emitter fiir einen
Entfernungssensor fungieren. Alternativ kann der
Halbleiterchip zur Abstrahlung verschiedener Farben
ausgebildet sein. Der Halbleiterchip kann beispielsweise

farbiges, mehrfarbiges oder weiles Licht abstrahlen.

Es kénnen alle Halbleiterchips, also der erste, der zweite
der dritte, der vierte und jeder weitere Halbleiterchip, des
Bauelements baugleich sein. Alternativ ist es mdglich, dass
das Bauelement verschiedenartige, insbesondere auch auf
verschiedenen Halbleitermaterialien basierende
Halbleiterchips beinhaltet, die bevorzugt zur Emission in
verschiedenen Spektralbereichen ausgebildet sind. Dabei
kénnen verschiedene Halbleiterchips fir verschiedene
Funktionen, beispielsweise fiir eine direkte Beleuchtung oder

flir eine indirekte Beleuchtung, vorgesehen sein.
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Das Bauelement weist ferner ein Gehause auf. Das Bauelement
ist vorzugsweise ein oberfldchenmontierbares Bauelement (SMD
oder surface mounted device). Insbesondere ist das Gehause
des Bauelements oberflachenmontierbar. Das Gehause ist zur
Aufnahme des ersten Halbleiterchips ausgebildet. Das Gehé&duse
ist dazu ausgebildet den Halbleiterchip vor auleren
Einfliissen zu schiitzen. Das Gehduse weist wenigstens eine
erste Ausnehmung auf. Die Ausnehmung ist als Aussparung,
Vertiefung oder Aushohlung in einem Grundkdrper des Gehauses
ausgebildet. Prinzipiell ist jede beliebige Form der
Ausnehmung denkbar. Beispielsweise kann eine Offnung der
Ausnehmung in einer Draufsicht auf die Ausnehmung eine runde,
eckige oder elliptische Form aufweisen. Die Ausnehmung ist
vorzugsweise trichter- oder kegelfdrmig ausgebildet. Der
erste Halbleiterchip ist in der ersten Ausnehmung angeordnet.
Vorzugsweise ist der erste Halbleiterchip an einem Boden der
Ausnehmung befestigt. Beispielsweise ist der Halbleiterchip
auf den Boden gebonded, also insbesondere geldtet oder
elektrisch leitend geklebt. Am Boden der Ausnehmung kann
dabei ein Anschlussleiter oder eine Anschlussstelle frei
liegen, Uber die der Halbleiterchip elektrisch anschlieBbar

ist.

Die erste Ausnehmung ist zumindest stellenweise, insbesondere
vollstandig als ein erster Reflektor ausgebildet. Die erste
Ausnehmung bzw. der erste Reflektor ist zur Reflexion der im
Betrieb des ersten Halbleiterchips erzeugten Strahlung
ausgebildet. Die erste Ausnehmung bzw. der erste Reflektor
weist eine Oberflache auf. Die Oberflache ist um den ersten
Halbleiterchip herum angeordnet. Die Oberflache ist
reflektierend ausgebildet. Die Oberflache ist zur gezielten

Einstellung einer Abstrahlcharakteristik der vom ersten
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Halbleiterchip im Betrieb abgestrahlten Strahlung
ausgebildet.

Durch eine gezielte Ausgestaltung der Oberfldche des ersten
Reflektors, und insbesondere durch eine gezielte Wahl von

Eigenschaften der Oberfliache, kann das Bauelement genau an
die zu seinem bestimmten Einsatz erforderlichen Bedingungen

angepasst werden.

Beispielsweise kann die Oberfldche zumindest stellenweise,
insbesondere vollstandig so ausgestaltet sein, dass die wvom
Bauelement emittierte Strahlung gerichtet oder spekular
reflektiert wird. Insbesondere kann die Oberfldche so
ausgestaltet sein, dass sie die vom Halbleiterchip emittierte
Strahlung fokussiert. Fokussierung bzw. gerichtete Reflexion
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die einfallende
Strahlung um weniger oder gleich +/- 15° zur Flachennormalen
gestreut wird. Dies kann sich als besonders vorteilhaft
erweisen, wenn das Bauelement zur Abstrahlung von IR
Strahlung vorgesehen ist. IR Strahlung kann von einem
Benutzer, beispielsweise einem Handybesitzer, nicht
wahrgenommen werden, so dass ein IR emittierendes Bauelement,
dass beispielsweise fir die IR Blitzfunktion des Handys
zusammen mit einer IR Kamera eingesetzt wird, nicht als

irritierend, blendend oder stdrend wahrgenommen wird.

Alternativ dazu kann die Oberflache zumindest stellenweise,
insbesondere vollstandig so ausgestaltet sein, dass die wvom
Bauelement emittierte Strahlung diffus, d.h. in mehrere
Richtungen, gestreut und/oder reflektiert wird. Diffuse
Streuung und/oder Reflexion bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass die einfallende Strahlung um bis zu +/- 60° zur

Flachennormalen gestreut wird. Dies ist beispielsweise
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besonders vorteilhaft, wenn das Rauelement zur Erzeugung von
sichtbarer Strahlung vorgesehen ist, um einen Benutzer durch
ein zu stark fokussierte Strahlung nicht zu blenden oder zu

irritieren.

Alternativ dazu kann die Oberflache so ausgestaltet sein,
dass sie die vom Bauelement emittierte Strahlung sowohl
gerichtet bzw. fokussiert als auch diffus reflektieren kann.
Das heiRt, an unterschiedlichen Stellen oder
unterschiedlichen Bereichen der Oberfldche kann die

Oberfldche in unterschiedlicher Weise ausgebildet sein.

Durch die gezielte Ausbildung der Oberfliche kann damit die
Abstrahlcharakteristik des Rauelements abhdngig von den
optischen Anforderungen an das Bauelement gezielt eingestellt
werden. Auf diese Weise wird ein besonders effizientes
Bauelement bereitgestellt. Da zur Einstellung der
Abstrahlcharakteristik lediglich die Oberflédche entsprechend
ausgestaltet wird und keine weiteren Komponenten,
beispielsweise eine Linse, erforderlich sind, ist das

Bauelement besonders kostengliinstig.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
die Oberfladche wenigstens einen ersten und wenigstens einen
zweiten Bereich auf. Der erste Bereich kann eine Ausdehnung
aufweisen, die der Ausdehnung des zweiten Bereichs
entspricht. Alternativ dazu kann der erste Bereich auch
grolRer sein als der zweite Bereich oder umgekehrt. Der erste
Bereich der Oberfldche kann beispielsweise in einem Abschnitt
der Ausnehmung angeordnet sein, der nahe am Halbleiterchip
angeordnet ist, also nahe zum Boden der Ausnehmung. Der
zweite Bereich kann in einem Abschnitt der Ausnehmung

angeordnet sein, der weiter vom Halbleiterchip entfernt ist,
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also beispielsweise im Bereich einer Auskoppelfliche des
Bauelements. Prinzipiell ist jede raumliche Anordnung des

ersten und zweiten Bereiches in der Ausnehmung mdglich.

Der erste Bereich der Oberflache ist dazu ausgebildet, die
vom ersten Halbleiterchip emittierte Strahlung diffus zu
reflektieren und/oder zu streuen. Der erste Bereich kann die
Strahlung dabei insbesondere optisch aufweiten. Der zweite
Bereich der Oberfliache ist dazu ausgebildet die vom ersten
Halbleiterchip emittierte Strahlung gerichteter zu
reflektieren als der erste Bereich. Insbesondere ist der
zweite Bereich der Oberfldche dazu ausgebildet, die vom
Halbleiterchip emittierte Strahlung zu fokussieren. Mit
anderen Worten, abhangig von dem Bereich der Oberflédche, auf
den die Strahlung trifft, wird die Strahlung entweder diffus
oder gerichtet reflektiert. Strahlung, die auf den ersten
Bereich trifft, wird, zum Beispiel in alle Richtungen,
(diffus) gestreut und trifft damit, zumindest teilweise,
sicher auch auf den zweiten Bereich, durch den die Strahlung
dann gerichtet weiter reflektiert wird.

Dies ermdglicht eine gezielte Einstellung der
Abstrahlcharakteristik des Bauelements in Ubereinstimmung mit
den optischen Anforderungen, die an das Bauelement gestellt

werden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
der erste BRereich der Oberfldche eine hdhere
Oberflachenrauhigkeit auf, als der zweite Bereich der
Oberflache. Die Oberflachenrauhigkeit und insbesondere ein
arithmetisches Mittel der Absolutwerte einer
Rauhigkeitsmessung des ersten Bereichs ist vorzugsweise
groBer oder gleich zu der Wellenldnge der vom ersten

Halbleiterchip emittierten Strahlung. Je groBer die
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Oberflachenrauhigkeit ist, desto diffuser wird dabei die

auftreffende Strahlung von dem ersten Bereich reflektiert.

Vorzugsweise ist die Oberfldchenrauhigkeit und insbesondere
das arithmetische Mittel der Absolutwerte einer
Rauhigkeitsmessung, also der Mittenrauwert Ra, des ersten
Bereichs 1.0 bis 2.0 mal so groR wie die Wellenlange der wvom
ersten Halbleiterchip emittierten Strahlung. Vorzugsweise
liegt der Mittenrauwert Ra des ersten Bereichs fiir einen
Halbleiterchip der Strahlung im sichtbaren Bereich (A = 0.4
um bis 0.8 um) abstrahlt zwischen 1 um und 2um,
beispielsweise bei 1.5 um. Vorzugsweise liegt der
Mittenrauwert Ra des ersten Bereichs fiir einen Halbleiterchip
der Strahlung im IR Bereich (A = ca. 1 um) abstrahlt bei
groBer oder gleich 2 um, beigpielsweise bei 2.5 um. Bei
diesen Mittenrauwerten wird die von dem Halbleiterchip

abgestrahlte Strahlung diffus vom ersten Bereich reflektiert.

Die Oberflachenrauhigkeit und insbesondere ein arithmetisches
Mittel der Absolutwerte einer Rauhigkeitsmessung des zweiten
Bereichs ist vorzugsweise kleiner als die Wellenldnge der vom
ersten Halbleiterchip emittierten Strahlung. Je kleiner die
Oberfladchenrauhigkeit des zweiten BRereichs ist, desto
gerichteter wird die auf den zweiten Bereich auftreffende
Strahlung reflektiert. Vorzugsweise ist die
Oberflachenrauhigkeit und insbesondere das arithmetische
Mittel der Absolutwerte einer Rauhigkeitsmessung des zweiten
Bereichs 0.1 bis 0.9 mal so groR wie die Wellenlange der wvom
ersten Halbleiterchip emittierten Strahlung. Fir einen IR
Strahlung abstrahlenden Halbleiterchip (A = ca. 1 um) betragt
der Mittenrauwert Ra des zweiten Bereichs vorzugsweise
kleiner oder gleich 0.1 um, beispielsweise 0.09 um, um eine

spekulare Reflektion der von dem Halbleiterchip abgestrahlten
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Strahlung durch den zweiten Bereich zu erreichen. Fir einen
sichtbare Strahlung abstrahlenden Halbleiterchip (A = 0.4 um
bis 0.8 um) betragt der Mittenrauwert Ra des zweiten Bereichs
vorzugsweise kleiner oder gleich 0.08 um, beispielsweise 0.04
um oder 0.01 um, um eine spekulare Reflektion der von dem
Halbleiterchip abgestrahlten Strahlung durch den zweiten

Bereich zu erreichen.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
das Gehduse wenigstens eine zweite Ausnehmung auf. Die zweite
Ausnehmung ist insbesondere als ein zweiter Reflektor
ausgebildet. Das Gehause kann auch eine dritte, vierte oder
weitere als Reflektor ausgebildete Ausnehmung aufweisen.

Die zweite bzw. jede weitere Ausnehmung kann identisch
ausgestaltet sein, wie die erste Ausnehmung. Insbesondere
kann die zweite und/oder jede weitere Ausnehmung einen
gleichen Durchmesser ihrer der Bodenflachen abgewandten
Offnung und/oder eine gleiche Tiefe wie die erste Ausnehmung
aufweisen. Die zweite und/oder jede weitere Ausnehmung kann
die gleiche Form aufweisen, wie die erste Ausnehmung.
Alternativ dazu kann die zweite und/oder Jjede weitere
Ausnehmung eine andere GroRe aufweisen als die erste
Ausnehmung. Beispielsweise kann die zweite und/oder jeder
weitere Ausnehmung eine kleinere GroBe bzw. einen kleineren
Durchmesser haben, als die erste Ausnehmung. Ebenso kann die
zwelte und/oder jede weitere Ausnehmung weniger tief
ausgebildet sein, als die erste Ausnehmung. Die zweite
und/oder jeder weitere Ausnehmung kann eine andere Form
aufweisen, als die erste Ausnehmung. Vorzugsweise ist die
zwelte und/oder jede weitere Ausnehmung oval oder rund

geformt.
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Ein zweiter Halbleiterchip ist in der zweiten Ausnehmung
angeordnet. Vorzugsweise ist der zweite Halbleiterchip auf
einen Boden der zweiten Ausnehmung gebonded, also
insbesondere geldtet oder elektrisch leitend geklebt. Der
erste Reflektor und insbesondere die Oberfldache des ersten
Reflektors ist dazu ausgebildet die vom ersten Halbleiterchip
emittierte Strahlung zumindest lberwiegend diffus zu
reflektieren. Der zweite Reflektor und insbesondere die
Oberfldche des zweiten Reflektors ist dazu ausgebildet die
vom zweiten Halbleiterchip emittierte Strahlung lberwiegend
gerichtet zu reflektieren. Insbesondere ist der zweite
Reflektor dazu ausgebildet die vom zweiten Halbleiterchip
emittierte Strahlung gerichteter zu reflektieren, als der
erste Reflektor die vom ersten Halbleiterchip emittierte

Strahlung reflektiert.

Diese Ausgestaltung ist besonders vorteilhaft um
beispielsweise einen IR emittierten Halbleiterchip und einen
Halbleiterchip, der sichtbare Strahlung emittiert, in einem
Bauelement zu kombinieren. Die vom IR emittierenden
Halbleiterchip abgestrahlte Strahlung kann dabei vorzugsweise
gerichtet reflektiert werden (zweiter Halbleiterchip). Die
sichtbare Strahlung des anderen (ersten) Halbleiterchips wird
dann bevorzugt diffus gestreut und/oder reflektiert. Eine
Kombination einer Vielzahl von Halbleiterchips die in
unterschiedlichen Spektralbereichen abstrahlen ist so in

einem Bauelement modglich.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements ist die
Oberflachenrauhigkeit des ersten Reflektors groBler als die
Oberflachenrauhigkeit des zweiten Reflektors. Die
Oberfladchenrauhigkeit und insbesondere ein arithmetisches

Mittel der Absolutwerte einer Rauhigkeitsmessung der
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Oberflache des ersten Reflektors ist vorzugsweise groler oder
gleich zu der Wellenlange der vom ersten Halbleiterchip
emittierten Strahlung. Je gréBer die Oberfldchenrauhigkeit,
desto diffuser wird dabei die auftreffende Strahlung von dem
ersten Reflektor bzw. der Oberfldche des ersten Reflektors
reflektiert und/oder gestreut. Vorzugsweise ist die
Oberflachenrauhigkeit und insbesondere das arithmetische
Mittel der Absolutwerte einer Rauhigkeitsmessung der
Oberfldche des ersten Reflektors 1.0 bis 2.0 mal so groB wie
die Wellenlange der vom ersten Halbleiterchip emittierten

Strahlung.

Die Oberflachenrauhigkeit und insbesondere ein arithmetisches
Mittel der Absolutwerte einer Rauhigkeitsmessung der
Oberflache des zweiten Reflektors ist vorzugsweise kleiner
als die Wellenlange der vom zweiten Halbleiterchip
emittierten Strahlung. Je kleiner die Oberflachenrauhigkeit
des zweiten Reflektors ist, desto gerichteter wird die auf
den zweiten Reflektor auftreffende Strahlung reflektiert.
Vorzugsweise ist die Oberfldchenrauhigkeit und insbesondere
das arithmetische Mittel der Absolutwerte einer
Rauhigkeitsmessung der QOberfldche des zweiten Reflektors 0.1
bis 0.9 mal so groB wie die Wellenlange der vom zweiten

Halbleiterchip emittierten Strahlung.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements ist das
Gehduse aus einem Kunststoff ausgebildet. Das Bauelement kann
beispielsweise mit Hilfe der so genannten Molded Interconnect
Device (MID) Technologie gebildet sein. Dabei wird das

Gehduse in einem Spritzgussverfahren hergestellt. Alternativ
dazu kann das Bauelement mittels der so genannten Metal

Plated Frame Implementation ausgebildet sein. Auch hier wird

das Gehause vorzugsweise in einem Spritzgussverfahren
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hergestellt. Das Verfahren der Metal Plated Frame
Implementation ist ausfithrlich in dem Dokument WO 2011/157515
Al beschrieben, dessen Offenbarungsgehalt hiermit durch

Rickbezug aufgenommen wird.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
die Oberfladche des ersten Reflektors zumindest teilweise eine
metallische Schicht auf. Dies ist insbesondere der Fall fir
Bauelemente welche mit Hilfe der MID Technologie ausgebildet
sind. Vorzugsweise weist die gesamte Oberfldche des ersten
Reflektors die metallische Schicht auf. Die metallische
Schicht ermdéglicht eine hohe Ausbeute des Halbleiterchips.
Die metallische Schichte dient dazu, die auf die Oberfléache
auftreffende Strahlung zu reflektieren. Die metallische
Schicht kann gleichzeitig als elektrischer Anschlussleiter
des Bauelements fungieren. Die metallische Schicht kann
beispielsweise Aluminium (Al), Silber (Ag), Kupfer (Cu),
Nickel (Ni) und/oder Gold (Au) aufweisen.

Die metallische Schicht im zweiten Bereich des ersten
Reflektors bzw. der ersten Ausnehmung ist vorzugsweise dicker
als die metallische Schicht im ersten Bereich des ersten
Reflektors bzw. der ersten Ausnehmung. Vorzugsweise weist die
metallische Schicht im ersten Bereich eine Dicke auf, die 10
% bis 90% der Dicke der metallischen Sicht im zweiten Bereich
entspricht. In Abhangigkeit von der Rauhigkeit der
Kunststoffoberflache unter der metallischen Schicht weist die
metallische Schicht im ersten Bereich eine Dicke von kleiner
oder gleich 1 um, beispielsweise 0.05 um, auf. Die
metallische Schicht im zweiten Bereich weist vorzugsweise
eine Dicke von groéoBer oder gleich 10 um, beispielsweise 15

um, auf.
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Durch die dickere Ausgestaltung der metallischen Schicht im
zwelten Bereich weist der zweite Rereich des ersten
Reflektors eine geringere Oberflachenrauhigkeit auf, als der
erste Bereich des ersten Reflektors. Insbesondere ist die
Oberflache des zweiten Bereichs durch die dickere metallische
Schicht im zweiten Bereich glatt ausgebildet. Damit wird
Strahlung, die auf den zweiten Bereich trifft gerichteter

reflektiert als Strahlung, die auf den ersten Bereich trifft.

Durch das gezielte Aufbringen und Ausgestalten der
metallischen Schicht kann damit die Abstrahlcharakteristik
des Bauelements gezielt eingestellt und ein besonders

effizientes Bauelement bereit gestellt werden.

Auch die Oberfliache des zweiten Reflektors weist vorzugsweise
zumindest teilweise eine metallische Schicht auf.
Vorzugsweise weist die gesamte Oberfldche des zweiten
Reflektors die metallische Schicht auf. Die metallische
Schicht des ersten Reflektors ist vorzugsweise dinner als die
metallische Schicht des zweiten Reflektors. Vorzugsweise
weist die metallische Schicht des ersten Reflektors eine
Dicke auf, die 10 % bis 90% der Dicke der metallischen Sicht

des zweiten Reflektors entspricht.

Durch die dickere Ausgestaltung der metallischen Schicht im
zweiten Reflektor weist der zweite Reflektor eine geringere
Oberflachenrauhigkeit auf, als der erste Reflektor. Damit
wird Strahlung, die vom zweiten Halbleiterchip emittiert wird
und auf den zweiten Reflektor trifft gerichteter reflektiert
als Strahlung, die vom ersten Halbleiterchip emittiert wird

und dann auf den ersten Reflektor trifft.
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Durch das gezielte Aufbringen und Ausgestalten der
metallischen Schicht kann damit die Abstrahlcharakteristik
des Bauelements gezielt eingestellt und ein besonders

effizientes Bauelement bereit gestellt werden.

Gemal einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren zur
Herstellung eines optoelektronischen Rauelements,
vorzugsweise des oben beschriebenen optoelektronischen
Bauelements, beschrieben. Vorzugsweise wird durch das
folgende Verfahren ein auf der MID-Technologie basierendes
Bauelement hergestellt. Insbesondere entspricht das dabei
hergestellte Bauelement vorzugsweise dem hier beschriebenen
Bauelement. Samtliche fliir das Bauelement offenbarten Merkmale
sind demnach auch fiir das Verfahren offenbart und umgekehrt.

Das Verfahren weist die folgenden Schritte auf:

In einem ersten Schritt wird das Gehduse bereitgestellt. Das
Gehduse wird vorzugsweise durch einen Spritzgussschritt
bereitgestellt. Des Gehduse ist vorzugsweise aus einem

Kunststoff ausgebildet.

Das Gehéduse weist wenigstens die oben beschriebene erste
Ausnehmung auf. Vorzugsweise weist das Gehduse eine Mehrzahl,
beispielsweise zwei, drei oder vier Ausnehmungen auf. Die
Ausnehmungen sind raumlich voneinander separiert. Die
jeweilige Ausnehmung weist eine Oberflédche auf. Die
Oberfldache weist eine verfahrens- und materialbedingte
Oberflachenrauhigkeit auf. Beispielsweise betragt die

Rauhigkeit der Oberflache etwa 10 um.

In einem weiteren Schritt wird wenigstens ein Halbleiterchip,
insbesondere der oben beschriebene erste Halbleiterchip

bereitgestellt. Vorzugsweise wird eine Mehrzahl,
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beispielsweise zwei, drei oder vier Halbleiterchips
bereitgestellt. Die Zahl der Halbleiterchips entspricht dabei

der Anzahl an Ausnehmungen, die im Gehduse ausgebildet sind.

In einem weiteren Schritt wird die metallische Schicht
zumindest in einem Bereich der Oberflache der Ausnehmung,
vorzugsweise auf der gesamten Oberfliche der Ausnehmung,
ausgebildet. Das Ausbilden der metallischen Schicht erfolgt
dabei durch galvanisches oder stromloses Abscheiden (engl.
auch ,electroless plating™ oder ,chemical plating) der
metallischen Schicht zumindest in einem Bereich der
Oberfldache der Ausnehmung. Durch das Ausbilden der
metallischen Schicht auf der Oberflache der Ausnehmung bzw.
des Reflektors wird eine reflektierenden Oberflache
ausgebildet. Das Ausbilden der metallischen Schicht auf der
Oberfldche der Ausnehmung bzw. des Reflektors dient ferner
zur gezielten Einstellung der Abstrahlcharakteristik der wvom
Bauelement im Betrieb abgestrahlten Strahlung. Beigspielsweise
wird die metallische Schicht so ausgestaltet, dass sie im
oben beschriebenen ersten BRereich dinner ist als im oben
beschriebenen zweiten Bereich, und/oder in wenigstens einem
Reflektor dinner ist als in wenigstens einem weiteren

Reflektor.

In einem nachsten Schritt wird der Halbleiterchip in der
Ausnehmung angeordnet. Vorzugsweise wird der Halbeiterchip
auf den Boden der Ausnehmung gebonded, also insbesondere

geldtet oder elektrisch leitend geklebt.

Wie oben beschrieben weist das durch den Spritzgussschritt
gewonnene Gehduse und insbesondere die Ausnehmung, eine durch
den Herstellungsprozess und das verwendete Material

vorgegebene Oberfldchenrauhigkeit auf. Durch die gezielte
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Ausbildung der metallischen Beschichtung kann die
Oberflachenrauhigkeit gezielt eingestellt werden.
Insbesondere kénnen Bereiche/Reflektoren mit hoherer
Oberflachenrauhigkeit durch Aufbringen einer dinneren
metallischen Schicht ausgebildet werden, mit denen die
auftreffende Strahlung diffus gestreut und/oder reflektiert
werden kann. Ferner koénnen Bereiche/Reflektoren mit
geringerer Oberflachenrauhigkeit durch Aufbringen einer
dickeren metallischen Schicht ausgebildeten werden durch die
die auftreffende Strahlung gerichtet reflektiert werden kann
bzw. gerichteter als durch die Bereiche/Reflektoren mit
hoherer Oberfldchenrauhigkeit. So kann das Reflexions- bzw.
Streuverhalten des jeweiligen Bereichs/Reflektors und damit
die Abstrahlcharakteristik des Bauelements gezielt
eingestellt werden. Dadurch wird ein besonders effizientes
Bauelement bereitgestellt. Dadurch dass die
Abstrahlcharakteristik durch einfaches Variieren von ohnehin
erforderlichen Herstellungsschritten und -parametern erzielt
werden kann, und keine zusatzlichen Komponenten erforderlich
sind, ist das Bauelement bzw. dessen Herstellung besonders

kostenglinstig.

Gemal einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren zur
Herstellung eines optoelektronischen Bauelements,
vorzugsweise des oben beschriebenen optoelektronischen
Bauelements, beschrieben. Vorzugsweise wird durch das
folgende Verfahren ein auf der Metal Plated Frame
Implementation - Technologie basierendes Bauelement
hergestellt. Insbesondere entspricht das dabei hergestellte
Bauelement vorzugsweise dem hier beschriebenen Bauelement.
Samtliche flur das Bauelement offenbarten Merkmale sind
demnach auch flir das Verfahren offenbart und umgekehrt. Das

Verfahren weist die folgenden Schritte auf:
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In einem ersten Schritt wird ein Spritzwerkzeug bzw. einer
Spritzgussform zur Herstellung des Gehauses des Bauelements
mittels eines Spritzgussverfahrens bereitgestellt. In einem
nachsten Schritt erfolgt ein Polieren wenigstens eines
Bereichs einer Oberfliache des Spritzwerkzeugs zur gezielten
Einstellung der Abstrahlcharakteristik der von dem Bauelement
im Betrieb abgestrahlten Strahlung. Die Oberfliachenrauhigkeit
des Spritzwerkzeugs determiniert die Rauhigkeit der
Oberfldche des im weiteren Verlauf hergestellten Gehduses und
insbesondere die Oberfliachenrauhigkeit der Ausnehmung. Durch
die Lidnge und/oder die Starke und/oder den gewdhlten Bereich
des Polierens des Spritzwerkzeugs kann folglich die
Oberflachenrauhigkeit der jeweiligen Kunststoffoberflache des
Gehduses modifiziert bzw. eingestellt werden. Je starker bzw.
langer die Oberfldche bzw. der Bereich der Oberflache des
Spritzwerkzeugs poliert wird, umso geringer ist die
Oberflachenrauhigkeit des Bereichs des Gehauses, welcher in
einem nachsten Schritt durch den betreffenden Bereich des
Spritzwerkzeugs im Verlauf des Spritzgussverfahrens

ausgebildet wird.

Der Bereich der Oberfldche des Spritzwerkzeugs welcher zur
Ausformung der ersten Ausnehmung vorgesehen ist, wird dabei
beispielsweise kiirzer und/oder weniger stark poliert, als der
Bereich der Oberfldche des Spritzwerkzeugs welcher zur
Ausformung einer weiteren Ausnehmung vorgesehen ist. Auf
diese Weise ist die Oberfldchenrauhigkeit der Oberflédche der
weiteren Ausnehmung stédrker reduziert bzw. geringer als die
Oberflachenrauhigkeit der Oberflache der ersten Ausnehmung.
Vorzugsweise ist der Bereich der Oberflache des
Spritzwerkzeugs welcher zur Ausbildung des oben beschriebenen
zwelten Bereichs und/oder des zweiten Reflektors vorgesehen

ist glatter poliert als der Bereich der Oberflache des
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Spritzwerkzeugs welcher zur Ausbildung des oben beschriebenen
ersten Bereichs und/oder des ersten Reflektors vorgesehen
ist. Der Bereich der Oberfldche des Spritzwerkzeugs welcher
zur Ausbildung des oben beschriebenen ersten Bereichs
und/oder des ersten Reflektors vorgesehen ist kann

beispielsweise auch unpoliert verbleiben.

In einem nachsten Schritt wird das oben beschriebene Gehause
durch einen Spritzgussschritt bereitgestellt. Das Gehause

weist wenigstens die oben beschriebene erste Ausnehmung auf.
Vorzugsweise weist das Gehause eine Mehrzahl, beispielsweise
zwel, drei oder vier Ausnehmungen auf. Die Ausnehmungen sind

raumlich voneinander separiert.

Die jeweilige Ausnehmung weist eine Oberfldche auf. Die
Oberfldache weist eine Oberflachenrauhigkeit auf welche durch
das gezielte Polieren der Oberfldche des Spritzwerkzeugs

gezielt eingestellt ist.

In einem weiteren Schritt wird wenigstens ein Halbleiterchip,
insbesondere der oben beschriebene erste Halbleiterchip
bereitgestellt. Vorzugsweise wird eine Mehrzahl,
beispielsweise zwei, drei oder vier Halbleiterchips
bereitgestellt. Die Zahl der Halbleiterchips entspricht dabei

der Anzahl an Ausnehmungen, die im Gehduse ausgebildet sind.

In einem weiteren Schritt wird die oben beschriebene
metallischen Schicht zumindest in einem Bereich der
Oberfldache der Ausnehmung aufgebracht. Vorzugsweise wird die
metallische Schicht auf der gesamten Oberfliche aufgebracht.
Das Aufbringen erfolgt dabei durch Sputtern oder thermisches
Aufdampfen. Auf diese Weise wird eine reflektierenden

Oberfldche ausgebildet. Die metallische Schicht ist dabei
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vorzugsweise so dinn, dass die durch das Polieren der
Oberfldche des Spritzwerkzeugs eingestellte
Oberfladchenrauhigkeit von Bereichen eines Reflektors bzw. von
verschiedenen Reflektoren nicht durch die metallische Schicht
ausgeglichen wird. Insbesondere wirkt sich die metallische
Schicht nicht auf die Rauhigkeit der Oberfliache aus. Die
metallische Schicht bildet die unter ihr liegenden Oberflache
zum Beispiel konform ab. Vorzugsweise weist die metallische

Schicht eine Dicke von etwa 100 nm auf.

In einem letzten Schritt wird der Halbleiterchip in der
Ausnehmung angeordnet. Vorzugsweise wird der Halbeiterchip

auf den Boden der Ausnehmung gebonded.

Das durch den Spritzgussschritt gewonnene Gehause und
insbesondere die Ausnehmung, weist wie oben beschrieben, eine
durch den Herstellungsprozess, durch das Polieren des
Spritzwerkzeugs, und durch das Material vorgegebene
Oberflachenrauhigkeit auf. Insbesondere durch das gezielte
Behandeln bzw. durch das gezielte Polieren der Oberfldche von
Bereichen des Spritzwerkzeugs kann die Oberfldchenrauhigkeit
der einzelnen BRereiche des Gehduses gezielt eingestellt
werden. Insbesondere konnen Bereiche/Reflektoren mit hoherer
Oberflidchenrauhigkeit durch kiirzeres und/oder schwéacheres
Polieren der zugehdérigen Bereiche des Spritzwerkzeugs
ausgebildet werden. Diese Bereiche/Reflektoren streuen
und/oder reflektieren die auftreffende Strahlung diffus.
Ferner kénnen Bereiche/Reflektoren mit geringerer
Oberflédchenrauhigkeit durch langeres und/oder starkeres
Polieren der zugehOrigen Bereiche des Spritzwerkzeugs
ausgebildeten werden. Diese Bereiche/Reflektoren reflektieren
die auftreffende Strahlung gerichtet bzw. gerichteter als die

Bereiche mit hoherer Oberflichenrauhigkeit. So kann das
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Reflexions- bzw. Streuverhalten des jeweiligen Reflektors und
damit die Abstrahlcharakteristik des Bauelements gezielt
eingestellt werden. Dadurch wird ein besonders effizientes
Bauelement bereitgestellt, bei dem die erzeugte Strahlung im

Hinblick auf die Einsatzerfordernisse optimal genutzt wird.

Dadurch dass die Abstrahlcharakteristik durch einfaches
Variieren von ohnehin erforderlichen Herstellungsschritten
und -parametern erzielt werden kann, und keine zusatzlichen
Komponenten erforderlich sind, ist das Bauelement bzw. dessen

Herstellung besonders kostenglinstig.

Im Folgenden werden das optoelektronische Bauelement und das
Verfahren an Hand von Ausfiihrungsbeispielen und den

dazugehdrigen Figuren nadher erliautert.
Die Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
optoelektronisches Bauelements gemal zumindest

einer Ausfihrungsform,

Die Figur 2 zeigt eine Draufsicht des optoelektronischen

Bauelements aus Figur 1,

Die Figur 3A zeigt einen Querschnitt zumindest eines Teils

des optoelektronischen Bauelements aus Figur 1,

Die Figur 3B zeigt eine Abstrahlcharakteristik des

optoelektronischen Bauelements aus Figur 3A,

Die Figur 4A zeigt einen Querschnitt zumindest eines Teils

des optoelektronischen Bauelements aus Figur 1,

Die Figur 4B zeigt eine Abstrahlcharakteristik des
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optoelektronischen Bauelements aus Figur 4A.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die
Figuren und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren
dargestellten Elemente untereinander sind nicht als
malstablich zu betrachten. Vielmehr kénnen einzelne Elemente
zur besseren Darstellbarkeit und/oder fir eine bessere

Verstandlichkeit lbertrieben groll dargestellt sein.

Figur 1 zeigt ein optoelektronisches Bauelement 1. Das
Bauelement 1 weist ein Gehduse 2 auf. Das Gehause 2 ist,
vorzugsweise mittels eines Spritzgussverfahrens, aus einem
Kunststoff hergestellt. Das Rauelement 1 ist vorzugsweise ein
oberflédchenmontierbares Bauelement. Insbesondere ist das
Gehause 2 des Bauelements 1 oberfldchenmontierbar

ausgebildet.

Das Gehéduse 2 weist vier Ausnehmungen 3, 3A auf. Insbesondere
weist das Gehduse eine erste Ausnehmung 3A und drei weitere
Ausnehmungen 3 auf. Das Gehduse 2 kann auch weniger als vier
Ausnehmungen 3, 3A aufweisen, beispielsweise ein, zwei oder
drei Ausnehmungen 3, 3A (nicht explizit dargestellt). Das
Gehause 2 kann auch mehr als vier Ausnehmungen 3, 3A
aufweisen, beigpielsweise fiinf, sechs oder sieben

Ausnehmungen (nicht explizit dargestellt).

Die Ausnehmungen 3, 3A sind in einem Grundkdrper 2A des
Gehduses 2 gebildet. Die Ausnehmungen 3, 3A stellen
Vertiefungen in dem Grundkdrper 2A dar. Die Ausnehmungen 3,
3A sind unterschiedlich ausgebildet. Die erste Ausnehmung 3A
weist eine grdéBere Ausdehnung auf als die drei weiteren

Ausnehmungen 3. Die erste Ausnehmung 3A weist einen grdBleren
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Durchmesser auf, als die drei weiteren Ausnehmungen 3. Die
erste Ausnehmung 3A kann auch tiefer ausgebildet sein, als
die drei weiteren Ausnehmungen 3. In einem alternativen
Ausfihrungsbeispiel (nicht explizit dargestellt), kdnnen die

Ausnehmungen 3, 3A aber auch eine identische GroéBe aufweisen.

Die Ausnehmungen 3, 3A haben eine unterschiedliche Form. Die
erste Ausnehmung 3A ist trichterfdrmig ausgebildet. Aber auch
jede weitere Form ist fir die erste Ausnehmung 3A
vorstellbar. Beispielsweise kann die erste Ausnehmung 3A
eckig, rund, oder elliptisch ausgebildet sein. Die weiteren
Ausnehmungen 3 weisen einen rundere Form auf, als die erste
Ausnehmung 3A. In einem alternativen Ausfiihrungsbeispiel
(nicht explizit dargestellt) konnen die erste Ausnehmung 3A
und Jjede weitere Ausnehmung 3 aber auch die gleiche Form

aufweisen.

In der jeweiligen Ausnehmung 3, 3A ist ein Halbleiterchip 4,
4A angeordnet. Vorzugsweise sind die Halbleiterchips 4, 4A an

einen Boden der Ausnehmung 3, 3A gebonded.

In der ersten Ausnehmung 3A ist ein erster Halbleiterchip 4A
angeordnet. Der erste Halbleiterchip 4A ist vorzugsweise ein
Hochleistungs-Halbleiterchip. Der erste Halbleiterchip 4A ist
zur Beleuchtung ausgebildet. Der erste Halbleiterchip 4A
emittiert elektromagnetische Strahlung, vorzugsweise Licht
oder IR Strahlung. Beispielsweise kann der erste
Halbleiterchip 4A als Licht emittierender Chip fiir die
Blitzfunktion einer Kamera eingesetzt werden. Der erste
Halbleiterchip 4A kann auch IR Strahlung fir die
Blitzfunktion eines Handys mit IR Kamera oder als Emitter filr

einen Entfernungssensor abstrahlen.
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In den drei weiteren Ausnehmungen 3 ist jeweils ein weiterer
Halbleiterchip 4 angeordnet. Die Halbleiterchips 4 sind
vorzugsweise niederenergetische Halbleiterchips. Auch die
weiteren Halbleiterchips 4 sind zur Beleuchtung ausgebildet.
Die Halbleiterchips 4 emittieren elektromagnetische

Strahlung, vorzugsweise Licht oder IR Strahlung.

In einem alternativen Ausfihrungsbeispiel kdnnen alle
Halbleiterchips 4, 4A des Bauelements 1 baugleich sein.

Die jeweilige Ausnehmung 3, 3A ist als Reflektor ausgebildet.
Insbesondere dient die jeweilige Ausnehmung 3, 3A dazu,
Strahlung, die von dem jeweiligen Halbleiterchip 4, 4A
emittiert wird, gerichtet bzw. fokussiert oder diffus bzw.
gestreut zu reflektieren. Die jeweilige
Abstrahlcharakteristik hangt dabei von den Eigenschaften des
jeweiligen Reflektors ab, wie weiter unten im Detail

beschrieben wird.

Die Ausnehmungen 3, 3A bzw. Reflektoren weisen eine
reflektierende Oberfldche 5 auf (siehe insbesondere Figuren
3A und 4A). Die Oberfldche 5 ist dem jeweiligen
Halbleiterchip 4, 4A zugewandt. Die reflektierende Oberflache
5 ist mit einer metallischen Schicht beschichtet. Die
metallische Schicht kann beispielsweise Al, Ag, Cu, Ni

und/oder Au aufweisen.

Der erste, von der ersten Ausnehmung 3A gebildete Reflektor
weist eine reflektierende Oberflache 5 mit einer hohen
Oberflachenrauhigkeit auf (siehe Figur 4A). Insbesondere ist
die Oberfliachenrauhigkeit der reflektierenden Oberflédche 5
des ersten Reflektors hoher, als die Oberfldchenrauhigkeit
der jeweiligen reflektierenden Oberflache 5 der weiteren

Reflektoren, die von den weiteren Ausnehmungen 3 gebildet
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sind (siehe hierzu Figur 3A). Die Oberflachenrauhigkeit der
reflektierenden Oberfldache 5 kann dabei durch verschiedene
Faktoren beeinflusst werden. In einem Ausfihrungsbeispiel
wird die Oberfliachenrauhigkeit von einer Dicke der
metallischen Schicht die zur Ausbildung der reflektierenden
Oberfldache 5 aufgebracht wird, beeinflusst. In einem weiteren
Ausfihrungsbeispiel kann die Oberflachenrauhigkeit der
jeweiligen Ausnehmung 3, 3A durch ein gezieltes Polieren des
Bereichs der Oberfldche des Spritzwerkzeugs beeinflusst
werden, welcher bei dem Herstellungsprozess zur Ausbildung
der jeweiligen Ausnehmung 3, 3A vorgesehen ist, wie weiter

unten im Detail beschrieben wird.

Die Oberflachenrauhigkeit und insbesondere ein arithmetisches
Mittel der Absolutwerte einer Rauhigkeitsmessung der
reflektierenden Oberflache 5 des ersten Reflektors ist groler
oder gleich zu der Wellenlange der vom ersten Halbleiterchip
4A emittierten Strahlung. Vorzugsweise ist die
Oberflachenrauhigkeit und insbesondere das arithmetische
Mittel der Absolutwerte einer Rauhigkeitsmessung der
reflektierenden Oberflache 5 des ersten Reflektors 1.0 bis
2.0 mal so groBl wie die Wellenldnge der vom ersten

Halbleiterchip 4A emittierten Strahlung.

Die Oberflachenrauhigkeit und insbesondere ein arithmetisches
Mittel der Absolutwerte einer Rauhigkeitsmessung der
jeweiligen reflektierenden Oberflache 5 der weiteren
Reflektoren, die von den weiteren Ausnehmungen 3 gebildet
werden, ist kleiner als die jeweilige Wellenlédnge der von den
weiteren Halbleiterchips 4 emittierten Strahlung.
Vorzugsweise ist die Oberfldchenrauhigkeit und insbesondere
das arithmetische Mittel der Absolutwerte einer

Rauhigkeitsmessung der reflektierenden Oberfldche 5 der
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weiteren Reflektoren Reflektors 0.1 bis 0.9 mal so groB wie
die Wellenlange der von dem Jjeweiligen weiteren

Halbleiterchip 4 emittierten Strahlung.

Der erste, von der ersten Ausnehmung 3A gebildete Reflektor,
reflektiert und/oder zu streut die vom ersten Halbleiterchip
4A emittierte Strahlung diffus. Je groler die
Oberfldchenrauhigkeit der reflektierenden Oberfliache 5 des
ersten Reflektors dabei ist, desto diffuser wird die
auftreffende Strahlung von der reflektierenden Oberflache 5
reflektiert und/oder gestreut. Durch eine gezielte Ausbildung
der Oberflédche des Reflektors kann also eine
Abstrahlcharakteristik 6 des ersten Halbleiterchips 4A
gezielt eingestellt werden. Unter diffuser Reflexion soll
dabei die Reflexion der einfallenden Strahlung in alle
Raumrichtungen verstanden werden. Diffuse Streuung und/oder
Reflexion bedeutet insbesondere in diesem Zusammenhang, dass
die einfallende Strahlung um bis zu +/- 60° zur
Flachennormalen gestreut wird (siehe Abstrahlcharakteristik 6
in Figur 4B). Dies ist beispielsweise besonders vorteilhaft,
wenn der erste Halbleiterchip 4A zur Erzeugung von sichtbarer
Strahlung vorgesehen ist, um einen Benutzer des BRauelements 1

nicht zu irritieren bzw. zu stdren.

Die weiteren Reflektoren, die von den weiteren Ausnehmungen 3
gebildet werden, reflektieren die Strahlung gerichtet bzw.
fokussiert. Insbesondere wird die Strahlung der weiteren
Halbleiterchips 4 gerichteter reflektiert, als die Strahlung
des ersten Halbleiterchips 4A. Je kleiner die
Oberfladchenrauhigkeit der reflektierenden Oberfliche 5 der
weiteren Reflektoren dabei ist, desto gerichteter wird die
auftreffende Strahlung von der jeweiligen reflektierenden

Oberfldche 5 reflektiert. Fokussierung bzw. gerichtete
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Reflexion bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die
einfallende Strahlung um weniger oder gleich +/- 15° zur
Flachennormalen gestreut wird (siehe Abstrahlcharakteristik 6
in Figur 3B). Dies kann sich als besonders vorteilhaft
erweisen, wenn der Jjeweilige Halbleiterchip 4 zur Abstrahlung
von IR Strahlung vorgesehen ist. IR Strahlung kann von einem
Benutzer, beispielsweise einem Handybesitzer, nicht
wahrgenommen werden, so dass ein IR emittierendes Bauelement,
dass beispielsweise flir die Blitzfunktion des Handys
eingesetzt wird, nicht als irritierend oder stdrend

wahrgenommen wird.

In einem weiteren Ausfihrungsbeispiel (nicht explizit
dargestellt) kann der erste (durch die erste Ausnehmung 3A
gebildete) Reflektor auch eine kleinere Oberflachenrauhigkeit
aufweisen, als die weiteren Reflektoren, so dass die vom
ersten Halbleiterchip 4A emittierte Strahlung gerichteter
reflektiert wird, als die Strahlung, die von den weiteren

Halbleiterchips 4 emittiert wird.

In einem weiteren Ausfithrungsbeispiel (nicht explizit
dargestellt) kann der erste Reflektor bzw. die reflektierende
Oberfldache 5 des ersten Reflektors verschieden Bereiche
aufweisen. Ein erster Bereich kann dabei eine hohere
Oberflachenrauhigkeit aufweisen, als ein zweiter Bereich. Auf
diese Weise wird die vom ersten Halbleiterchip 4A emittierte
Strahlung, die auf den ersten BRereich trifft, diffuser
reflektiert, als die Strahlung, die auf den zweiten Rereich
der reflektierenden Oberfldache 5 trifft. So kann die
Abstrahlcharakteristik des ersten Halbleiterchips 4A ganz

gezielt eingestellt werden.
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In einem weiteren Ausfithrungsbeispiel (nicht explizit
dargestellt) koénnen die weiteren (von den weiteren
Ausnehmungen 3 gebildeten) Reflektoren bzw. die jeweilige
reflektierende Oberfldche 5 jeweils den oben beschriebenen

ersten und zwelten Bereich aufweisen.

In einem weiteren Ausfithrungsbeispiel (nicht explizit
dargestellt) kann die reflektierende Oberflache 5 des ersten
Reflektors und wenigstens eines der weiteren Reflektoren den

oben beschrieben ersten und zweiten Bereich aufweisen.

Das oben beschriebene Bauelement 1 wird gemal eines ersten
Ausfihrungsbeispiels wie folgt hergestellt (siehe hierzu auch
Figur 2). Das Herstellungsverfahren orientiert sich dabei
insbesondere an der Molded Interconnect Device (MID)

Technologie.

In einem ersten Schritt wird das Gehduse 2 bereitgestellt.
Die Bereitstellung des Gehduses 2 erfolgt durch ein
Spritzgussverfahren. Mittels dieser Herstellungstechnik
lassen sich beliebig gestaltete Gehduse 2 und beliebig
gestaltete Reflektoren bzw. Ausnehmungen 3, 3A auf einfache
Weise herstellen. Das resultierende Gehause 2 ist aus
Kunststoff ausgebildet. Die jeweilige Ausnehmung 3, 3A weist
insbesondere eine Oberfldche aus Kunststoff auf. Bedingt
durch das Spritzgussverfahren und das verwendete Material
weist die Oberflache der jeweiligen Ausnehmung 3, 3A eine
gewisse Oberfldchenrauhigkeit auf. Diese
Oberflachenrauhigkeit ist zundchst fir alle Ausnehmungen 3,

3A gleich.

In einem weiteren Schritt werden die oben beschriebenen

Halbleiterchips 4, 4A bereitgestellt.
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In einem nachsten Schritt wird die reflektierende Oberflache
5 der jeweiligen Ausnehmung ausgebildet. Dies geschieht durch
Galvanisches oder stromloses Abscheiden der metallischen
Schicht auf der Oberfldche des jeweiligen Reflektors. Dabei
erfolgt das Abscheiden der metallischen Schicht derart, dass
die metallische Schicht der reflektierenden Oberfldche 5 des
ersten Reflektors dinner ist, als die metallische Schicht der
reflektierenden Oberfldche der weiteren Reflektoren, also der
Reflektoren, die durch die weiteren Ausnehmungen 3 gebildet

werden.

Durch die dickere metallische Schicht auf der
Kunststoffoberflache der weiteren Ausnehmungen 3 wird die
Oberflachenrauhigkeit der Kunststoffoberflidche der weiteren
Ausnehmungen 3 ausgeglichen. Die reflektierende Oberfldche 5
der weiteren Reflektoren weist damit eine geringere
Oberflachenrauhigkeit auf, als die reflektierende Oberflache
5 des ersten Reflektors. Die reflektierende Oberflache 5 des
ersten Reflektors weist eine Oberfldchenrauhigkeit auf, die
in etwa der Oberflachenrauhigkeit der darunter liegenden
Kunststoffoberfldche entspricht, da die metallische Schicht
der reflektierenden Oberfldache 5 des ersten Reflektors die
Rauhigkeit der Kunststoffoberfldche auf Grund ihrer nur
geringen Dicke nicht oder zumindest nicht vollstandig
ausgleichen kann. Folglich wird, sobald das Bauelement 1
fertig gestellt ist, die Strahlung der weiteren
Halbleiterchips 4 gerichteter reflektiert, als die Strahlung
des ersten Halbleiterchips 4A.

Durch gezielte Wahl der Dicke des metallischen Schicht der
jeweiligen reflektierenden Oberfldche 5 kann damit die
Abstrahlcharakteristik 6 des jeweiligen Halbleiterchips 4, 4A

gezielt eingestellt werden (siehe Figuren 3B und 4B).
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Die metallische Schicht dient als elektrischer Kontakt 8 des

Bauelements 1, wie in Figur 2 dargestellt ist.

In Bezug auf das Ausfiihrungsbeispiel, in dem die
reflektierende Oberfldche 5 wenigstens einer der vier
Reflektoren den oben beschriebenen ersten und zweiten BRereich
aufweist, wird in dem ersten Bereich eine diinnere metallische
Schicht aufgebracht, als in dem zweiten Bereich. Auf diese
Weise weist der erste BRereich eine hdhere
Oberflachenrauhigkeit auf, als der zweite Bereich.

In einem letzten Schritt wird der jeweilige Halbleiterchip 4,
4A in der jeweiligen Ausnehmung 3, 3A angeordnet.
Insbesondere wird der erste Halbleiterchip 4A in der ersten
Ausnehmung 3A angeordnet, vorzugsweise auf den Boden der
ersten Ausnehmung 3A gebonded. Die weiteren Halbleiterchips 4
werden Jjeweils in einer weiteren Ausnehmung 3 angeordnet,
vorzugsweise auf den Boden der jeweiligen weiteren Ausnehmung

3 gebonded.

Letztlich kann der jeweilige Reflektor noch mit einem
transparenten Vergussmaterial aufgefiillt werden, welches den
jeweiligen Halbleiterchip 4, 4A vollstédndig umgibt (nicht
explizit dargestellt).

Das oben beschriebene Bauelement 1 wird gemidll eines zweiten
Ausfihrungsbeispiels wie folgt hergestellt (siehe hierzu auch
Figur 2). Das Herstellungsverfahren orientiert sich dabei
insbesondere an der Metal Plated Frame Implementation

Technologie.

In einem ersten Schritt wird das oben beschriebene Gehduse 2
bereitgestellt. Die Bereitstellung des Gehduses 2 erfolgt

auch hier durch ein Spritzgussverfahren. Das durch das
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Spritzgussverfahren resultierende Gehduse 2 ist aus
Kunststoff ausgebildet und weist die oben beschriebenen
Ausnehmungen 3, 3A auf. Die jeweilige Ausnehmung 3, 3A weist

jeweils eine Oberflache aus Kunststoff auf.

Vor dem SpritzgieRen des Gehduses 2 erfolgt in diesem
Verfahren ein Polieren der Oberfldche des Spritzwerkzeugs
bzw. der Spritzgussform (nicht explizit dargestellt). Die
Oberflachenrauhigkeit des Spritzwerkzeugs determiniert nach
dem Spritzgielen des Gehauses 2 die Rauhigkeit der Oberfléache
des Gehauses 2 und insbesondere der Ausnehmungen 3, 3A.

Durch die Ladnge und/oder die Starke des Polierens der
Oberfldche des Spritzwerkzeugs kann folglich die
Oberflachenrauhigkeit der jeweiligen Kunststoffoberfldche des

Gehduses 2 modifiziert bzw. eingestellt werden.

Die QOberfldche des Spritzwerkzeugs welche bei dem
Spritzgussschritt zur Ausformung der ersten Ausnehmung 3A
vorgesehen ist, wird dabei kiUrzer und/oder weniger stark
poliert, als die Oberfliache des Spritzwerkzeugs, welche zur
Ausformung der weiteren Ausnehmungen 3 vorgesehen ist. Auf
diese Weise ist die Oberfldchenrauhigkeit der Oberfldchen der
weiteren Ausnehmungen 3 nach Herstellung des Gehduses 2
geringer als die Oberflachenrauhigkeit der Oberfldche der
ersten Ausnehmung 3. Mit anderen Worten, nach dem
Poliervorgang des Spritzwerkzeugs und dem anschlieRenden
SpritzgielRen weist die Oberfliche der ersten Ausnehmung 3A
eine hohere QOberfldchenrauhigkeit auf, als die jeweilige

Oberflache der weiteren Ausnehmungen 3.

Bedingt durch das Spritzgussverfahren, das Polieren des

Spritzwerkzeugs und das verwendete Material weist die
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Oberflache der jeweiligen Ausnehmung 3, 3A folglich eine

bestimmte bzw. eingestellte Oberflachenrauhigkeit auf.

In einem weiteren Schritt werden die oben beschriebenen

Halbleiterchips 4, 4A bereitgestellt.

In einem weiteren Schritt wird die reflektierende Oberflache
5 der jeweiligen Ausnehmung 3, 3A ausgebildet. Dies geschieht
durch Sputtern oder thermisches Aufdampfen der metallischen
Schicht auf der jeweiligen Kunststoffoberfliche. Mit Hilfe
einer Maske kann dabei eine gewiinschte Strukturierung der
metallischen Schicht erwirkt werden. Die hierbei erzeugte
metallische Schicht ist dinner als die metallische Schicht,
die in dem oben beschriebenen, auf der MID-Technologie
basierenden Verfahren erzeugt wird. Ein MID-Technologie
basierendes Verfahren ist in der Druckschrift US2007/0269927
beschrieben, deren Offenbarungsgehalt hiermit ausdriicklich
durch Riickbezug mit aufgenommen wird. Vorzugsweise weist die
hier erzeugte metallische Schicht eine Dicke von ca. 100 nm

auf.

Auf Grund der nur geringen Dicke kann die metallische Schicht
in diesem Ausfihrungsbeispiel nicht die Oberflachenrauhigkeit
der Kunststoffoberfldche der jeweiligen Ausnehmung 3, 3A
ausgleichen. Das Ausgleichen der QOberflachenrauhigkeit der
Kunststoffoberflache erfolgt in diesem Herstellungsverfahren
daher durch das oben beschriebene Polieren des
Spritzwerkzeugs bzw. der einzelnen Bereiche des
Spritzwerkzeugs. Die Dicke der metallischen Schicht der
reflektierenden Oberflachen 5 der vier Ausnehmungen 3, 3A ist
dann anndhernd gleich. Da die Kunststoffoberflachen der
weiteren Ausnehmungen 3 glatter sind, als die

Kunststoffoberflache der ersten Ausnehmung 3A, weist die
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reflektierende Oberfldche 5 der ersten Ausnehmung eine hohere
Oberflachenrauhigkeit auf, als die reflektierenden
Oberfldachen 5 der weiteren Ausnehmungen 3. Folglich wird,
sobald das Bauelement 1 fertig gestellt ist, die Strahlung
der weiteren Halbleiterchips 4 gerichteter reflektiert, als

die Strahlung des ersten Halbleiterchips 4A.

In Bezug auf das Ausfiihrungsbeispiel, in dem die
reflektierende Oberfldche 5 wenigstens einer der vier
Reflektoren den oben beschriebenen ersten und zweiten BRereich
aufweist, ist der erste Bereich durch das gezielte Polieren
des Spritzwerkzeugs weniger glatt ausgebildet, als der zweite
Bereich. Auf diese Weise weist der erste Bereich eine hohere

Oberflachenrauhigkeit auf, als der zweite Bereich.

In einem letzten Schritt wird der jeweilige Halbleiterchip 4,
4A in der jeweiligen Ausnehmung 3, 3A angeordnet.
Insbesondere wird der erste Halbleiterchip 4A in der ersten
Ausnehmung 3A angeordnet, vorzugsweise auf den Boden der
ersten Ausnehmung 3A gebonded. Die weiteren Halbleiterchips 4
werden Jjeweils in einer weiteren Ausnehmung 3 angeordnet,
vorzugsweise auf den Boden der jeweiligen weiteren Ausnehmung

3 gebonded.

Letztlich kann der jeweilige Reflektor noch mit einem
transparenten Vergussmaterial aufgefiillt werden, welches den
jeweiligen Halbleiterchip 4, 4A vollstédndig umgibt (nicht
explizit dargestellt).

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfihrungsbeispiele auf diese beschréankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von

Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
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den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 102012107829.7, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Bauelement (1) aufweisend

- ein Gehause (2), wobei das Gehause (2) wenigstens eine
erste Ausnehmung (3A7A) aufweist,

- wenigstens einen ersten Halbleiterchip (4A), wobei der
erste Halbleiterchip (4A) in der ersten Ausnehmung (33)
angeordnet ist, wobei die erste Ausnehmung (3A) als erster
Reflektor ausgebildet ist zur Reflexion der im Betrieb des
ersten Halbleiterchips (4A) erzeugten Strahlung,

wobei der erste Reflektor eine Oberflache aufweist und wobei
die Oberfldche zur gezielten Einstellung einer
Abstrahlcharakteristik (6) der vom ersten Halbleiterchip (4A)

im Betrieb abgestrahlten Strahlung ausgebildet ist.

2. Optoelektronisches Bauelement (1) nach Anspruch 1,
wobei das Gehiduse (2) wenigstens eine zweite als zweiter
Reflektor ausgebildete Ausnehmung (3) aufweist und wobei ein
zwelter Halbleiterchip (4) in der zweiten Ausnehmung (3)
angeordnet ist,
wobei
- der erste Reflektor dazu ausgebildet ist die vom ersten
Halbleiterchip (4A) emittierte Strahlung diffus zu
reflektieren, und wobei der zweite Reflektor dazu
ausgebildet ist die vom zweiten Halbleiterchip (4)
emittierte Strahlung gerichtet zu reflektieren, und
wobei
- die Oberflachenrauhigkeit des ersten Reflektors groler
ist als die Oberflachenrauhigkeit des zweiten Reflektors
und/oder die jeweilige Oberflache des ersten und zweiten
Reflektors zumindest teilweise eine metallische Schicht

aufweist, und wobei die metallische Schicht des ersten



10

15

20

25

30

WO 2014/029804 PCT/EP2013/067383

_34_

Reflektors diunner ist als die metallische Schicht des

zwelten Reflektors.

3. Optoelektronisches Rauelement (1) nach Anspruch 1,

wobei das Gehiduse (2) wenigstens eine zweite als zweiter
Reflektor ausgebildete Ausnehmung (3) aufweist und wobei ein
zweiter Halbleiterchip (4) in der zweiten Ausnehmung (3)
angeordnet ist, wobei

der erste Reflektor dazu ausgebildet ist die vom ersten
Halbleiterchip (4A) emittierte Strahlung diffus zu
reflektieren, und wobei der zweite Reflektor dazu ausgebildet
ist die vom zweiten Halbleiterchip (4) emittierte Strahlung

gerichtet zu reflektieren.

4. Optoelektronisches Rauelement (1) nach einem der Anspriiche
1 bis 3,

wobei die Oberflache des ersten Reflektors wenigstens einen
ersten und wenigstens einen zweiten Bereich aufweist, und
wobei der erste Bereich der Oberfldche des ersten Reflektors
dazu ausgebildet ist die vom ersten Halbleiterchip (43)
emittierte Strahlung diffus zu reflektieren, und wobei der
zwelte Bereich der Oberfldache des ersten Reflektors dazu
ausgebildet ist die vom ersten Halbleiterchip (4A) emittierte

Strahlung gerichteter zu reflektieren als der erste Bereich.

5. Optoelektronisches Bauelement (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

wobei der erste Bereich der Oberfldche des ersten Reflektors
eine hohere QOberfladchenrauhigkeit aufweist als der zweite

Bereich der Oberfladche des ersten Reflektors.

6. Optoelektronisches Bauelement (1) nach Anspruch b5,
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wobei die Oberflachenrauhigkeit des ersten Bereichs groBer
oder gleich zu der Wellenlange der vom ersten Halbleiterchip
(4A) emittierten Strahlung ist, und wobei die
Oberflachenrauhigkeit des zweiten Bereichs kleiner als die
Wellenldnge der vom ersten Halbleiterchip (4A) emittierten

Strahlung ist.

7. Optoelektronisches Bauelement (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,
wobei die Oberflachenrauhigkeit des ersten Reflektors groRer

ist als die Oberflachenrauhigkeit des zweiten Reflektors.

8. Optoelektronisches Bauelement (1) nach Anspruch 7,

wobei die Oberflachenrauhigkeit des ersten Reflektors groRer
oder gleich zu der Wellenldnge der von dem ersten
Halbleiterchip (4A) emittierten Strahlung ist, und wobei die
Oberflachenrauhigkeit des zweiten Reflektors kleiner als die
Wellenldnge der von dem zweiten Halbleiterchip (4)

emittierten Strahlung ist.

9. Optoelektronisches Bauelement (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

wobei das Gehause (2) aus einem Kunststoff ausgebildet ist.

10. Optoelektronisches Bauelement (1) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

wobei die Oberflache des ersten Reflektors zumindest
teilweise eine metallische Schicht aufweist, und wobei die
metallische Schicht im zweiten Bereich dicker ist als die

metallische Schicht im ersten Bereich.

11. Optoelektronisches Bauelement (1) nach einem der

vorherigen Anspriiche,
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wobei die jeweilige Oberflache des ersten und zweiten
Reflektors zumindest teilweise eine metallische Schicht
aufweist, und wobei die metallische Schicht des ersten
Reflektors dinner ist als die metallische Schicht des zweiten

Reflektors.

12. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauelements (1) nach einem der vorigen Anspriiche aufweisend
die folgenden Schritte:

- Bereitstellen des Gehduses (2) wobeil das Gehduse (2) aus
einem Kunststoff ausgebildet ist, wobei die wenigstens eine
Ausnehmung (3A) im Gehduse (2) ausgebildet ist, und wobei die
Ausnehmung (3A) eine Oberflédche aufweist;

- Bereitstellen des wenigstens einen Halbleiterchips (42);

- Galvanisches oder stromloses Abscheiden der metallischen
Schicht zumindest in einem Rereich der Oberfliache der
Ausnehmung (3A) zur Ausbildung einer reflektierenden
Oberflache (5) und zur gezielten Einstellung der
Abstrahlcharakteristik (6) der vom Bauelement (1) im Betrieb
abgestrahlten Strahlung;

- Anordnen des Halbleiterchips (4A) in der Ausnehmung (334).

13. Verfahren nach Anspruch 12,

wobei die metallische Schicht im ersten Bereich dinner ist
als im zweiliten Bereich, und/oder wobei die metallische
Schicht in dem wenigstens eine Reflektor dinner ist als in

wenigstens einem weiteren Reflektor.

14. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauelements (1) nach einem der Anspriche 1 bis 11,
aufweisend die folgenden Schritte:

- Bereitstellen des Gehauses (2), wobeil das Gehaduse (2) aus

einem Kunststoff mittels eines Spritzgussverfahrens
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ausgebildet ist, wobei die wenigstens eine Ausnehmung (3A) im
Gehduse (2) ausgebildet ist, wobei die Ausnehmung (3A) eine
Oberfldache aufweist, und wobei vor dem Spritzgielen des
Gehduses (2) ein Polieren wenigstens eines Bereichs einer
Oberfldche eines Spritzwerkzeugs erfolgt zur gezielten
Einstellung der Abstrahlcharakteristik (6) der vom Bauelement
(1) im Betrieb abgestrahlten Strahlung;

- Bereitstellen des wenigstens einen Halbleiterchips (42);

- Aufbringen der metallischen Schicht durch Sputtern oder
thermisches Aufdampfen zumindest in einem Bereich der
Oberflache der Ausnehmung (3A) zur Ausbildung einer
reflektierenden Oberflache (5);

- Anordnen des Halbleiterchips (4A) in der Ausnehmung (334).

15. Verfahren nach Anspruch 14,

wobei die Oberflache im zweiten Bereich durch das Polieren
der Oberfliache des Spritzwerkzeugs glatter ist als im ersten
Rereich, und/oder wobei die Oberflidche in dem wenigstens
einen Reflektor durch das Polieren der Oberflédche des
Spritzwerkzeugs glatter ist als in wenigstens einem weiteren

Reflektor.
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